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東大 ･啓 塚 田 捷
1･表面に垂直な強磁場を加えたS卜MOS反転層において, αⅩXがキャリア濃度の
関数として特徴的な振動を示す事は良く知られている｡川路 ･若林による実験1)では低
















〔Xi,Yj〕- iB2∂iJ (3) 92- Cも/eH
と等価である事が証明できる｡但し,nはサブバンドNの電子数であり,
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3.最後に有限なソース ･ドレイン電場の効果を考えてみよう｡ cn個 (Cくく1)の
電子は深さ㌔ の捕獲中心の付近にあり,残 りは殆んど不純物ポテンシャルを感 じない場






















東北大 ･理 福 山 秀 敏
1. 最近の界面系での実験の進歩により,研究室でウィグナ-結晶を観測する事を現
実的な可能性として議論出来るようになった｡気体と結晶の状態で最も性質が変化する
のは集団励起である｡この点に着目して集団励起スペクト/レを外部磁場をパラメーター
として定め,更に不純物散乱がどのような影響を持っか,即ちピン止め,を微視的に議
論した｡又,最近の川路 ･若林両氏の実験1)に刺戟され,磁場によって結晶状態が誘起
される条件をリンデマン則を用いて調べ,十分可能性があることを結論した｡
2. H-0の場合
i)気体 :集団励起はプラズマ振動であり,次式で決められる｡
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